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【はじめに】SiC MOSFET では伝導帯近傍の高密度の界面準位を低減させることを目的として、

窒化を始めとして様々な界面制御プロセスが検討されてきた。しかしながら Hi-Lo C-V 法を初め

とする従来の界面準位評価法では伝導帯近傍の界面準位の定量化は難しく、界面制御プロセスの

MOS界面のキャリア輸送に及ぼす効果は十分には理解されていない。そこで我々は伝導帯近傍に

おける界面準位の評価を目的として、Split-C-V 測定とホール効果測定を組み合わせる手法を考案

した[1]。この評価法を用いて、面方位の異なる窒化 SiO2/SiC 界面のバンド端近傍の界面準位を評

価し、面方位の窒化 SiO2/SiC 界面に及ぼす効果を考察したので報告する。 

【実験】Si面：ゲート酸化後 NO処理 0, 10, 60, 120分及び C面：ゲート酸化後 NO処理 10, 60, 120

分、計 7種類の POA条件及び面方位の異なる SiC MOSFET 試料を作製・評価した。Split-C-V 測

定ではゲート長 100μm の MOSFET を用い超低周波(10Hz) C-V 測定によりゲートソース間容量

（Cgs）を測定した。ホール効果測定は Van der Pauw法で行い、ホール因子は１を仮定した。ゲー

ト酸化膜厚は各試料共に 50nmであり, p型エピ層の濃度はおおよそ 2-5x10
15

cm
-3であった。 

【結果】Fig.1に各試料のホール移動度の実効電界依存性を示す。Fig. 2 に各試料の伝導帯近傍の

界面準位密度の比較を示す。Fig. 1 より Si 面、C 面の両方で NO 処理時間を増やしてもホール移

動度は改善されないことが分かる。Fig. 2 より、界面準位密度は Si 面、C 面共に NO 処理時間を

増やすにつれ低減され、処理時間が 60分以上で飽和する傾向を示す。この状態で C面試料の界面

準位密度は Si面試料のおおよそ半分以下である。一方、C面試料のホール移動度は Si面より小さ

い。以上、窒化による界面準位低減効果が Si面と C面で同様の傾向を示すことは窒化によって除

去される欠陥の大半が面方位の影響をうけない界面近傍の SiC 側もしくは SiO2 側（おそらくは

SiO2 側）に位置しているとすれば説明できる。窒化後の界面準位密度とホール移動度の面方位に

よる差は、界面構造の面方位による違いに起因すると推察される。 

参考文献: [1] T. Hatakeyama, K. Takao, Y. Yonezawa, H. Yano, Mat. Sci. Forum. Vol. 858, p. 387 (2016) 
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Fig 1: Hall mobilities as a function of E
eff

  
Fig 2:  D
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